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一、總電荷 Q0 均勻地分布於一球體，球體的半徑為 b，球心 C 的座標為

(xc, yc, zc) = (0, 0, h)，如圖一(a)所示。求在原點 O 的電場 AE 。（10 分） 
將圖一(a)的均勻電荷球體挖出一小球，球心 S 的座標為(0, 0, h-a)，半

徑為 a，且將此挖出的電荷球置於原球體的上方，球心 P 的座標為

(0, 0, w)， 1
2

a b= ，
1
2

b h= ，w ，如圖一(b)所示。計算在原點 O

的電場 ，以及

2= h

BE B

A

E

E
。（15 分） 
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二、有一直流弧形電流 I，弧半徑為 R，弧角為 oφ ，如圖二(a)所示。證明

其在弧心（O 點）的磁場為 oA R
zB φ

π
Iμ

4
ˆ 0= 。（10 分） 

有一直流電流 I，因為佈線的需求，其電流路徑形成一多邊環路，如

圖二(b)所示，此多邊環路對稱於 y 軸， ，c a，2b a= 4=
2
πθ = 。利用

的結果，計算在弧心（O 點）的磁場 BB 。（10 分） 
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三、有一平面波在 A 區間中行進，正向入射於 B 區間，如圖三，A 區間的介

電係數為 εd = ε0、導電係數為 σd =0 S/m、導磁係數為 μd = μ0，B 區間的

介電係數為 εw = 4ε0、導電係數為 σw =100 S/m、導磁係數為 μw = μ0。

)F/m(10854.83610 129 −− ×== πε )H/m(10256.1104 67 −− ×=×= πμ0 。 。 0

102sin(ˆ)10 99 ztEyzt ooo βπβπ −+−入射平面波的電場為 。 )2cos(ˆExE oin =
求 βo。（5 分） 
說明入射平面波的極化特性？（5 分） 
求進入 B 區間之透射平面波的電場 TE 。（20 分） 
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四、有一微波電路是由兩顆微波晶片（晶片 1 和晶片 2）和微帶線（microstrip 
line）所組成，如圖四(a)所示。微帶線是一種傳輸線，其特性阻抗為 Z0，

長度 L= 0.25λg，λg是微帶線的波長。其中 ， 。 50Z = Ω 40 10Z j= − ΩS L

求圖四(a)中，晶片 2 在 O 點所呈現的阻抗 Zin。（5 分） 
計算在圖四(a)微帶線上的電壓駐波比（VSWR）。（5 分） 
欲達成兩顆晶片的阻抗共軛匹配，在主微帶線旁接一段開路微帶線，

長度為 s，特性阻抗為 Z0，稱為旁微帶線，如圖四(b)所示。請詳述如

何由 ZL、ZS、Z0 和 λg計算出 d 和 s。（15 分） 
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